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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に第１の電極膜を形成する工程と、
　前記基板に形成された第１の電極膜をレーザアブレーションによってパターニングして
複数の画素電極を形成する工程と、
　前記画素電極相互間を絶縁し、各画素電極のエッジ部を覆う絶縁膜を形成する絶縁膜形
成工程と、
　各画素電極の上に発光膜を形成する工程と、
　各発光膜の上に第２の電極を形成する工程と、を含み、
　前記絶縁膜形成工程は、前記レーザアブレーションによって前記画素電極のエッジ部に
生じたロールアップを覆うように前記絶縁膜を形成する、
　ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項２】
　前記絶縁膜は、画素領域を画定する隔壁膜である、請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置
の製造方法。
【請求項３】
　前記絶縁膜は、フォトレジスト又は酸化シリコンである、請求項２又は３に記載の有機
ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項４】
　前記発光膜は有機ＥＬ膜である、請求項１乃至３のいずれかに記載の有機ＥＬ表示装置



(2) JP 4103865 B2 2008.6.18

10

20

30

40

50

の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機ＥＬ（electro luminescence）表示装置等の表示装置の製造方法及び表示
装置に関し、特に、エッチングプロセスの改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ表示装置は、基板の上に陽極、発光膜及び陰極からなる多数の画素を二次元に
配列した微細構造を有している。このため、有機ＥＬ表示装置の製造工程では、多数の電
極・配線などの薄膜のパターニングのために加工精度の高いフォトリソグラフィーが複数
回使用されている。
【特許文献１】特開２００１－２８４６０９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、フォトリソグラフィーは、パターニングの対象を成膜した後、フォトレ
ジスト塗布、レジストのプリベーク、パターン露光、現像前ベーク、現像、ポストベーク
、エッチング、アッシング、レジスト剥離、洗浄等の多数の工程を経て行われるので、工
程数が多く、製造装置コストがかかる。また、大量の薬品、純水、ガスなどを使用するの
で材料や廃水処理等のランニングコストもかかる。
【０００４】
　よって、本発明はフォトリソグラフィーの使用を減らして有機ＥＬ表示装置等の表示装
置を製造することを可能とする表示装置の製造方法及び表示装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、本発明の表示装置の製造方法は、基板上に少なくとも第１の
電極膜、発光膜及び第２の電極膜を形成してなる表示装置の製造方法において、少なくと
もいずれかの膜をレーザエッチングによってパターニングすることを特徴とする。
【０００６】
　かかる構成とすることによって、フォトリソグラフィーを使用せずに電極・配線・発光
膜等の各々所定の機能を担う膜のパターニングを行うことが可能となる。
【０００７】
　好ましくは、上記第１及び第２の電極膜の少なくともいずれかに上記パターニングを施
して画素電極を形成することを特徴とする。それにより、二次元画面の表示器が得られる
。また、一方の電極膜を透明電極、他方の電極膜を非透明（好ましくは、反射）電極とす
ることによって、ボトムエミッション型あるいはトップエミッション型の表示器を形成す
ることができる。
【０００８】
　好ましくは、上記発光膜は有機ＥＬ膜である。それにより、有機ＥＬ表示装置を得るこ
とが出来る。
【０００９】
　また、本発明の表示装置の製造方法は、基板上に第１の電極膜を形成する工程と、上記
基板に形成された第１の電極膜をレーザエッチングによってパターニングして複数の画素
電極を形成する工程と、上記画素電極相互間を絶縁し、各画素電極のエッジ部を覆う絶縁
膜を形成する絶縁膜形成工程と、各画素電極の上に発光膜を形成する工程と、各発光膜の
上に第２の電極を形成する工程と、を含む。
【００１０】
　かかる構成とすることによって、第１の電極膜をレーザエッチングによって形成するこ
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とが可能となる。また、該電極膜のエッジ部を絶縁膜で覆うことによって隔壁構造を形成
し、インクジェット法による発光膜の成膜を容易にすることができる。
【００１１】
　好ましくは、上記絶縁膜形成工程は、上記レーザエッチングによって上記画素電極のエ
ッジ部に生じるロールアップ（盛り上がり）を覆うように上記絶縁膜を形成する。それに
より、発光層の膜厚の不均一、第１及び第２の電極膜相互間の短絡を防止することが可能
となる。
【００１２】
　好ましくは、上記絶縁膜は画素領域を画定する隔壁膜である。それにより、インクジェ
ット法による発光膜材料の液滴位置の位置決め構造（碁盤の目状の隔壁膜）を活用するこ
とが出来る。
【００１３】
　好ましくは、上記絶縁膜は、フォトレジスト又は酸化シリコンである。フォトレジスト
を用いるとパターニングが容易である。また、酸化シリコンを用いるとより高い絶縁性が
得られる。
【００１４】
　好ましくは、上記発光膜は有機ＥＬ膜である。それにより、有機ＥＬ表示装置が得られ
る。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、表示装置における薄膜のパターニングにおいて、レジスト塗布、パタ
ーン露光、現像、エッチング等の多数の工程からなるフォトリソグラフィーの使用を回避
し、あるいは使用回数を減らすことが可能となる。
【００１６】
　また、陰極のパターニングにレーザエッチングを使用することによって、従来陰極のパ
ターニングで使用していた後述のカソードセパレータという逆テーパーの形状をしたレジ
スト膜を使用しなくても良いため、カソードセパレーターが原因となる発光層への悪影響
をなくすことができ、表示装置の性能及び信頼性を向上することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明に係る表示装置の製造方法について説明する。
【００１８】
　図１は、有機ＥＬ表示装置の製造工程を概略的に示している。また、図２は、途中の製
造工程を説明する平面図である。
【００１９】
　まず、図１（ａ）に示すように、透光性基板であるガラス基板１０またはガラス基板上
に形成された回路配線、駆動回路などの上に形成された層間絶縁膜上の全面に透明な電極
膜であるＩＴＯ（Indium Tin Oxide）膜１１をスパッタ法などによって０．２μｍ程度の
膜厚に形成する。
【００２０】
　次に、図１（ｂ）に示すように、ＩＴＯ膜１１をパターニングして表示器の画素の陽極
を形成する。このパターニングはレーザエッチング（レーザアブレーション）によって行
われる。具体的には、レーザビームを発生するレーザ光源、基板１０を載置して移動する
Ｘ－Ｙステージ、描画すべきパターンに対応してレーザ光源及びＸ－Ｙステージを制御す
る制御装置によってエッチングが行われる。例えば、レーザ光源は、波長３５５ｎｍまた
は５３２ｎｍ、１００ｋＨｚのパルスレーザを、ビームスポット径１０μｍ、平均出力１
．０Ｗで出力する。つまり、パルスエネルギーは１０μＪということになる。Ｘ－Ｙステ
ージを５００ｍｍ/sec、で移動させ、ビームスポットを５μｍオーバーラップさせて線幅
１０μｍのエッチングを行うことにより、有機ＥＬの陽極電極群を形成することが出来る
。エッチングで除された部分は十分に大きい絶縁抵抗を示す。
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【００２１】
　なお、レーザによってエッチングされた陽極１１のエッジ部には熱によってＩＴＯが溶
けて盛り上がったロールアップ部分１１ａが生じる。例えば、上記条件のレーザエッチン
グの例ではロールアップ部分１１ａの高さは０．１μｍ程度、幅（図１（ｂ）の左右方向
）は１μｍ程度である。
【００２２】
　次に、図１（ｃ）に示すように、絶縁材料によって陽極群の画素領域を画定するための
隔壁膜１２を基板１０上にスピンコーティング法などによって２μｍ程度の膜厚に形成す
る。隔壁膜１２として、フォトレジスト（感光性アクリル樹脂）や酸化シリコンを使用す
ることが出来る。
【００２３】
　図１（ｄ）に示すように、隔壁膜１２をパターニングして、画素領域を分離する隔壁１
２を形成する。例えば、フォトレジストを隔壁パターンによって露光現像して隔壁部分１
２を残す。このとき、隔壁パターンは上述した陽極１１のロールアップ１１ａを隔壁部１
２内に含み、隔壁外部に露出しないようなパターンとなるように考慮される。絶縁膜であ
る隔壁膜１２にロールアップ部分１１ａが覆われることによって、有機ＥＬの発光膜の均
一性、陽極と陰極間の短絡防止が図られる。例えば、断面が台形状の隔壁１２の上辺は２
０μｍ程度に形成される。隔壁パターンを形成した後、酸素プラズマを用いてＩＴＯ表面
を親液処理し、フッ素プラズマを用いて隔壁表面を撥液処理を行ってもよい。
【００２４】
　図２は、図１（ｄ）に示される基板を上方から見た様子を示している。同図において、
図１（ｄ）と対応する部分には同一符号を付している。図２中に梨地で領域が示される隔
壁部１２の開口部に斜線群で領域が示される陽極１１が露出している。陽極１１は、例え
ば、５０×１５０μｍ程度に形成される。陽極１１の外周のロールアップ部分１１ａは隔
壁膜１２のエッジ（開口縁）１２ａよりも隔壁１２側に存在し、外部への露出が防止され
ている。
【００２５】
　なお、ＩＴＯ膜１１と隔壁膜１２との間に、親液性かつ絶縁性の膜を形成しても良い。
この膜の材料としては、例えば酸化シリコン膜が挙げられる。画素の開口縁１２ａに沿っ
て親液性の膜を一部露出させることによって、インクジェット法によって画素の開口部内
に吐出された高分子発光材料の液滴は画素電極１１の上面全体に均一に広がり、陽極と陰
極の短絡防止が可能となる。
【００２６】
　次に、図１（ｅ）に示されるように、隔壁膜１２を画素領域の壁として利用してインク
ジェット法によって発光膜材料が陽極１１上に吐出され、発光膜１３が各画素領域に形成
される。なお、発光膜は、１層構造（特に、高分子系材料）、２層～５層構造（特に、低
分子系材料）など適宜に構造が選定される。
【００２７】
　更に、発光膜１３上に陰極膜（背面電極膜）１４を形成する。陰極膜１４は、例えば、
発光膜へのダメージが少ない蒸着法などによってアルミニウムを０．２μｍ程度の膜厚に
堆積して形成する。この際、カルシウムやフッ化リチウム等を用いた電子注入層をアルミ
ニウムと発光膜１３と間に介在させても良い。
【００２８】
　次に、図１（ｆ）に示すように、アルミニウム膜１４をパターニングして表示器の画素
の陰極を形成する。このパターニングはレーザエッチングによって行われる。具体的には
、ＩＴＯ膜のパターニングと同様の装置を用い、レーザの平均出力以外はほぼ同条件でエ
ッチングを行う。レーザの平均出力はＩＴＯ膜のエッチング時の約１／３程度が好ましい
。なぜなら、それ以上の出力でレーザエッチングを行った場合、下地膜である隔壁へダメ
ージを与えることになり、その際の熱の発生や出ガスなどにより発光膜へ悪影響を与える
可能性があるからである。具体的には、ビームスポット径が１０μｍの場合、パルスエネ
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ルギーは２～５μＪ程度にするとよい。
【００２９】
　また、陰極のパターニングは発光層の劣化を防ぐために水分や酸素をほとんど排除した
不活性雰囲気下において行うべきである。
【００３０】
　陰極のパターニングにレーザエッチングを用いた場合、図３に示すようなカソードセパ
レータ３０を形成する必要がない。図３において、図１と対応する部分には同一符号を付
している。そのため、カソードセパレータ３０が与える発光層１３への様々な悪影響を回
避することができる。例えば、カソードセパレータ３０があることによって発光層１３の
膜厚ムラが発生することがある。
【００３１】
　なお、上述した有機ＥＬ表示装置の製造工程の説明においては、電極配線、回路配線、
駆動回路などは特に表示していないが、従来の画像の表示回路と同様に形成される。
【００３２】
　図４は、本発明の実施例を比較例を用いて更に説明する説明図である。図４（ａ）は、
フォトリソグラフィーを用いて表示装置を製造した場合、図４（ｂ）は、フォトリソグラ
フィーをレーザエッチングに替えて製造プロセスを行った場合、図４（ｃ）は、画素電極
１１のロールアップ１１ａを考慮して隔壁層及び画素電極の形状を定めるようにした例を
それぞれ示している。
【００３３】
　図４（ａ）に示すように、フォトリソグラフィーを使用することによって、電極膜（Ｉ
ＴＯ）１１を正確にエッチングすることが出来る。しかし、同図（ｂ）に示すように、フ
ォトリソグラフィーを前提とする電極パターン（マスク）で、レーザエッチングによるパ
ターニングを行った場合には、ロールアップ部分１１ａが隔壁膜１２から露出する可能性
がある。そこで、同図（ｃ）に示されるように、予めロールアップ部分１１ａの発生を考
慮した画素電極膜のパターンを用いてレーザエッチングを行う。それにより、隔壁層１２
内にロールアップ部分１１ａが収められ、ロールアップ部分１１ａの絶縁が確保される。
【００３４】
　このようにして、レーザエッチングを用いて電極膜のパターニングを行うと共に、レー
ザエッチングによる膜の盛り上がり（ロールアップ）を絶縁膜によってカバーすることに
よってフォトリソグラフィを使用しない、あるいは使用回数を減らして有機ＥＬ表示装置
を製造することが可能となる。
【００３５】
　なお、上記実施例では、２つの電極膜をレーザエッチングでパターニングして単位画素
の陽極及び陰極を形成しているが、例えば、陰極を各画素の共通電極として形成する場合
もある。また、電極膜をパターニングして単位画素の陰極を形成し、各画素の陽極を共通
電極として形成する場合もある。
【００３６】
　また、本発明の製造方法は、透明電極（ＩＴＯ）と金属電極とをそれぞれ陽極及び陰極
に使用することによってボトムエミッション型の有機ＥＬ表示装置としている。これを透
明電極（ＩＴＯ）と金属電極とをそれぞれ陰極及び陽極に使用することによってトップエ
ミッション型の有機ＥＬ表示装置とすることができる。この際、電極を複数種類の材料の
成膜によって形成することが出来、膜間のエネルギ準位をより適切に設定することが可能
となる利点がある。
【００３７】
　また、本発明の製造方法は、パッシブ型及びアクティブ型の有機ＥＬ表示装置のいずれ
にも適用できる。
【００３８】
　また、電極のレーザエッチング後にＣＭＰ（化学的機械的研磨）法等によって電極面を
平坦化し、レーザエッチングによって生じたロールアップ部分を除去することとしても良
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【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】有機ＥＬ表示装置の製造工程を説明する工程図である。
【図２】有機ＥＬ表示装置の画素部分を説明する説明図である。
【図３】カソードセパレータを用いた従来構成を説明する説明図である。
【図４】従来構成との相違を説明する比較例である。
【符号の説明】
【００４０】
１０　基板、１１　透明電極膜（ＩＴＯ）、１１ａ　ロールアップ部分、１２　隔壁、１
２ａ　隔壁の開口縁、１３　発光膜、１４　陰極（アルミニウム）、３０　カソードセパ
レータ

【図１】 【図２】

【図３】
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